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요약

본 발명은 반도체소자의 미세패턴 형성방법을 개시한다. 개시된 발명은, 하부층상에 InP 박막을 형성하는 단계; 상기 

InP 박막상에 감광막패턴을 형성하는 단계; 및 상기 감광막패턴을 배리어로 ECR-RIBE(elelctron cyclotron resona

nce reactive ion beam etching)장비에서 CBr 4 가스와 O 2 가스를 이용하여 상기 InP 박막을 식각하는 단계를 포

함하여 구성되어, ECR-RIBE(elelctron cyclotron resonance reactive ion beam etching) 식각장비로 높은 자기 바

이어스 전압(high self bias voltage)을 사용하지 않고 InP 식각을 진행하는데 진행가스로 CBr 4 로 식각하고, O 2
가스로 폴리머 에싱(ashing)을 실시하여 표면데미지 감소, 하이드로기 로 형성된 폴리머 미발생, 부드러운 표면을 만

들 수 있는 것이다.

대표도

도 2b

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명에 따른 반도체소자의 미세패턴 형성방법을 설명하기 위한 ECR-RIBE 플라즈마 식각시스템의 개략도

,

도 2a 및 도 2b는 본 발명에 따른 반도체소자의 미세패턴 형성방법을 설명하기 위한 공정단면도.

[도면부호의설명]

31 : 하부층 33 : InP 박막

35 : 감광막패턴
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발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 반도체소자의 미세패턴 형성방법에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 ECR-RIBE(elelctron cyclotron res

onance reactive ion beam etching) 식각장비로 높은 자기 바이어스 전압(high self bias voltage)을 사용하지 않고 

InP 식각을 진행하는데 진행가스로 CBr 4 로 식각하고, O 2 가스로 폴리머 에싱(ashing)을 실시하 여 표면데미지 감

소, 하이드로기로 형성된 폴리머 미발생, 부드러운 표면을 만들 수 있는 반도체소자의 미세패턴 형성방법에 관한 것

이다.

반도체의 높은 유용성 반도체 포톤 디바이스 및 집적회로(PICs)의 미세 및 복잡한 구조는 매우 중요하다. 특히, InP는

장파장영역(1.3∼1.6um)에서 위에서 언급된 디바이스의 기초 물질로서 중요하다. 그러나, 이러한 물질의 식각은 쉽

지가 않다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

종래에는 RIE(reactive ion etching)로 CH 4 /H 2 혼합가스로 식각을 실시하였으나 InP박막의 표면위에 금속성 인

듐(indium)의 축적을 야기시킬 뿐만 아니라 이러한 문제를 해결하기 위해 CH 4 증가로 인듐 식각률을 증가시키려고 

하면 표면위에 유기 폴리머가 증착되어 식각을 억제시킨다.

유기 폴리머를 제거시키기 위해 O 2 , CO 2 등의 가스를 첨가하면 식각률이 상당히 감소할 뿐만 아니라 패턴 언더컷 

현상도 발생되어 공정 처리(throughput) 및 디바이스 특성을 저하시키고 있다.

상기와 같은 문제점을 해결하기 위해 종래의 평행한 플레이트 RIE 시스템도 사용할 수 있으나 자기 바이어스 전압이 

200 V이상이 나와 표면에 데미지를 유발시킨다.

또한, 진행시 하이드로 기로 형성된 폴리머가 발생하기 때문에 보다 줄일 수 있는 새로운 케미스트리가 요구되고 개

선된 식각장비와 공정기술이 요구된다.

이에 본 발명은 상기 종래기술의 제반 문제점을 해결하기 위하여 안출한 것으로서, ECR-RIBE(elelctron cyclotron r

esonance reactive ion beam etching) 식각장비로 높은 자기 바이어스 전압(high self bias voltage)을 사용하지 않

고 InP 식각을 진행하는데 진행가스로 CBr 4 로 식각하고, O 2 가스로 폴리머 에싱(ashing)을 실시하여 표면데미지 

감소, 하이드로기로 형성된 폴리머 미발생, 부드러운 표면을 만들 수 있는 반도체소자의 미세패턴 형성방법을 제공함

에 그 목적이 있다.

발명의 구성 및 작용

상기 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 반도체소자의 미세패턴 형성방법 은, 하부층상에 InP 박막을 형성하는 단

계;

상기 InP 박막상에 감광막패턴을 형성하는 단계; 및

상기 감광막패턴을 배리어로 ECR-RIBE(elelctron cyclotron resonance reactive ion beam etching)장비에서 CBr

4 가스와 O 2 가스를 이용하여 상기 InP 박막을 식각하는 단계를 포함하여 구성되는 것을 특징으로한다.

(실시예)

이하, 본 발명에 따른 반도체소자의 미세패턴 형성방법을 첨부된 도면을 참조하여 상세히 설명한다.

도 1은 본 발명에 따른 반도체소자의 미세패턴 형성방법을 설명하기 위한 ECR-RIBE 플라즈마 식각시스템의 개략도

이다.
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도 2a 및 도 2b는 본 발명에 따른 반도체소자의 미세패턴 형성방법을 설명하 기 위한 공정단면도이다.

본 발명에 따른 반도체소자의 미세패턴 형성방법은, 도 1에 도시된 ECR-RIBE장비에서 CBr 4 식각과 O 2 의 에싱(a

shing)을 이용하여 InP를 식각하는데, 식각장비 자체가 높은 자기 바이어스 전압(self bias voltage) (200V 이상)을 

사용하지 않기 때문에 표면 데미지를 상당히 감소시킬 수 있다. 여기서, 미설명부호 1은 식각챔버, 3은 ECR 플라즈마

지역, 5는 이온빔, 7은 라디칼 빔, 11은 시료, 9는 마그네트 코일, 13은 준비챔버, 15은 터보펌프, 17는 건조챔버, 19

는 유량조절기, 21는 유량밸브, 23은 컴퓨터이다.

이러한 조건에서 문제가 되었던 하이드로 기 폴리머는 새로운 케미스트리인 CBr 4 를 이용하여 그 발생을 방지할 수

있고, CBr 4 로 식각을 하면 매끄러운 표면을 만들 수 있으며, CBr 4 에 약간의 O 2 첨가시에 폴리머 제거효과도 있

어 식각속도를 증가시킬 수 있다.

또한, 새로운 케미스트리의 기타 가스로 Cl 기를 함유한 가스로 식각을 할 수 있으나 부식(corrosion), 장비 및 환경

데미지도 있는 것을 감안하면 CBr 4 는 더욱 잇점이 있는 가스이다.

InP 식각시에 감광막과의 선택비가 부족하면 건조 현상(dry develop)인 3중 레지스트 또는 실릴레이션에 의한 상부

표면 이미지 공정을 이용하여 보완하면 된다.

상기 도 1에 도시된 ECR-RIBE장비를 이용한 반도체소자의 미세패턴 형성방법 에 대해 도 2a 및 도 2b를 참조하여 

설명하면, 도 2a에 도시된 바와같이, 하부층(31)상에 InP 박막(33)을 증착한후 그 위에 상기 InP 박막(33)상에 감광

물질층을 도포한후 이를 포토리소그라피 공정기술에 의한 노광 및 현상공정을 거친후 패터닝하여 감광막패턴(35)을 

형성한다.

그다음, 도 2b에 도시된 바와같이, 도 1의 ECR-RIBE장비내에서 상기 감광막패턴(35)을 배리어로 CBr 4 가스와 O 

2 가스를 이용하여 상기 InP 박막(33)을 식각한다. 이때, 수소(H) 기를 사용하지 않으므로써 하이드로카본(hydrocarb

on) 폴리머 발생을 방지할 수 있고 표면이 매끄러워질 뿐만 아니라 자기 바이어스를 사용하지 않기 때문에 표면 및 측

벽에 데미지가 없게 된다.

발명의 효과

상기에서 설명한 바와같이, 본 발명에 따른 반도체소자의 미세패턴 형성방법에 의하면, ECR-RIBE(elelctron cyclot

ron resonance reactive ion beam etching) 식각장비로 높은 자기 바이어스 전압(high self bias voltage)을 사용하

지 않고 InP 식각을 진행하는데 진행가스로 CBr 4 로 식각하고, O 2 가스로 폴리머 에싱(ashing)을 실시하여 표면데

미지 감소, 하이드로기로 형성된 폴리머 미발생, 부드러운 표면을 만들 수 있다.

한편, 본 발명은 상술한 특정의 바람직한 실시예에 한정되지 아니하며, 청구범위에서 청구하는 본 발명의 요지를 벗

어남이 없이 당해 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 누구든지 다양한 변경 실시가 가능할 것이다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.
하부층상에 InP 박막을 형성하는 단계;

상기 InP 박막상에 감광막패턴을 형성하는 단계; 및

상기 감광막패턴을 배리어로 ECR-RIBE(elelctron cyclotron resonance reactive ion beam etching)장비에서 CBr

4 가스와 O 2 가스를 이용하여 상기 InP 박막을 식각하는 단계를 포함하여 구성되는 것을 특징으로하는 반도체소자

의 미세패턴 형성방법.

청구항 2.
제1항에 있어서, 상기 CBr 4 가스는 식각공정에 사용되고, O 2 가스는 에싱공정에 사용되는 것을 특징으로하는 반도

체소자의 미세패턴 형성방법.

도면
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도면1

도면2a

도면2b
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